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１．概要（Summary） 

光インターコネクトや光イメージングを目的とした垂直入

射型の光変調器として、著者らは周期が光の波長よりも小

さい Siの格子を用いることを提案している。本実験では光

変調器の作製の準備実験として、Si 基板上に 500 nm ほ

どの深さの Si 格子を作製した。光通信に一般的に用いら

れる光の波長 1550 nm を想定し、光の波長より小さい格

子の周期として 700 nm に設定した。Si の幅とスペースの

幅を同一の 350 nm とした。光の散乱を防ぎ、デバイスの

性能を十分に発揮するためには、垂直に綺麗にエッチン

グされることが重要となる。 
 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
・8 インチ汎用スパッタ装置 
・高速大面積電子線描画装置 F7000S-VD01 
・塩素系 ICP エッチング装置 
・汎用 ICP エッチング装置 
【実験方法】 

ULVACのスパッタリング装置SIH-450 でSOI基板上に

Alを 150 nm程度ほどスパッタリングする。ポジ型の電子

線レジストの ZEP520Aをスピンコーティングする。

ADVANTESTの電子線描画装置F7000S-VD01 で描画

を行い、現像液ZED-N50, ZMD-Bを用いて現像する。

ULVACのエッチング装置CE-SでCl2とBCl3を用いてAl
のエッチングをする。Alエッチング後、真空を保ったまま

O2クリーニングによりレジストを除去し、その後に水洗いす

る。ULVACのエッチング装置CE-300IによりCF4を用い

てSiをエッチングする。最後に硫酸加水によりAlを除去す

る。 
 
３．結果と考察（Results and Discussion） 
Fig. 1 に作製された Si 格子の SEM 画像を示す。500 

nm の深さまでエッチングすることができたが、パターンの

上部が削られ、垂直でなくなってしまった。これは Si のエ

ッチングにおいてハードマスクとなる Al が耐えられなかっ

たためと考えられる。 
 

 
Fig. 1 SEM image of fabricated Si grating 
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